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【目的】窒化物系 LED において一般的に Si ドープ n 型 GaN が広く利用され、n 電極として

Ti/Al/Ti/Auなどが広く用いられている。フリップチップ型 LEDにおいて基板裏面で反射し n電極

側に帰還する光は、n 電極層での光吸収による損失を引き起こし、発光効率低下の原因のひとつ

となっている。しかし、一般的に高反射電極(Ag,APC etc)での Siドープ n型 GaN への良好なオー

ミック接触を得るのは困難である。 

 本実験では、Siドープ n型 GaN(キャリア濃度：8.0×10
18

cm
3
)よりも高い Siドーピングをするこ

とが可能となる Si ドープ n 型 Al0.03Ga0.97N(キャリア濃度：2.5×10
19

cm
3
)を用いることにより、Ag

電極での良好なオーミック接触を実現した[1]。さらに、Ag/ITO 電極を用いた近紫外 LED を作製

し、従来電極との性能比較を実施した。本実験で使用した LEDチップパターンを図 1に示す。 

[実験と結果]n型 GaN及び n型 Al0.03Ga0.97N 上に Ag/ITO 電極を堆積し、RTA装置を用い窒素と酸

素の混合ガス(7:3)中で、475℃での熱処理を行った。本条件は p 型 GaN に対して良好なオーミッ

ク接触を得られる条件である。そして n 型 Al0.03Ga0.97N に対してオーミック接触を得られている

かを確認した。図 2には、n型 GaN及び n型 Al0.03Ga0.97Nに対する Ag/ITO電極の V-I特性を示す。

図 2 より、n型 Al0.03Ga0.97N においてオーミック接触を得られていることが分かった。 

 2 種類の n 電極を用いたフリップチップ型 LED を作製し、電流-光出力特性について比較した

データを図 3に示す。図 3より、Ag/ITO 電極を用いた素子が最も高い光出力特性を示しているこ

とが分かった。 

Fig1.LEDtip-pattern            Fig2.V-I characteristic          Fig3.I-L characteristic 
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